
TPSI8830 具有过流保护、负载诊断和功能隔离功能的 80V、30mΩ、3A 固态继
电器

1 特性

• 具有 ±80V 工作电压的集成式背对背 MOSFET
– RON = 30mΩ (TJ = 25°C)
– 60V 时的 IOFF = 1μA (TJ = 105°C)

• 电源路径过流保护，并具备跨隔离栅的故障信号传

输

– 版本 A：4A
– 版本 B：6A

• 宽电源电压范围：3.0V 至 5.5V
• 可配置故障重试计时器 (TMR)
• 导通状态下的低初级侧电源电流 (VDD)

– 5mA 导通状态 VDD 电流

• 宽温度范围：–40°C 至 125°C
• 功能隔离：

– 200VRMS、250VDC 工作电压

– 570VRMS、800VDC 瞬态电压 (60s)
• SSOP 14 引脚 (DFP) 封装，爬电距离和间隙为 

8mm
• 功能安全型

– 可帮助进行 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计

的文档

2 应用

• 固态继电器
• 恒温器
• PLC - 数字输出模块

3 说明

TPSI8830 是一款隔离式固态继电器，专为工业应用而

设计。TPSI8830 采用了 TI 具有高可靠性的电容隔离

技术，并结合内部背对背 MOSFET，形成了一款完全

集成的解决方案，无需次级侧电源。TPSI8830 可提高

系统可靠性，因为 TI 的电容隔离技术不会受到机械继

电器和光继电器元件中常见的机械损耗或光退化故障模
式的影响。

该器件的初级侧仅由 5mA 的输入电流供电，并集成了

一个失效防护 EN 引脚，可防止对 VDD 电源反向供电

的任何可能性。在大多数应用中，器件的 VDD 引脚必

须连接到 3.0V 至 5.5V 的系统电源，并且器件的 EN 
引脚必须由逻辑高电平介于 1.8V 至 5.5V 之间的 GPIO 
输出驱动。在其他应用中，VDD 和 EN 引脚可以直接

一起由系统电源或 GPIO 输出驱动。

次级侧包含背对背 MOSFET，从 S1 至 S2 的关断电压

为 ±80V。TPSI8830 集成了双向过流保护，可防止由

于输出误接线或对地短路而造成损坏。

封装信息

器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)

TPSI8830 DFP（SOIC，14） 5.4mm × 10.5mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附

录。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。
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4 器件比较表
在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

器件 型号 工作电压 Rdson OCP 故障响应

TPSI8830

TPSI8830A -80 至 80V 30mΩ 4A 可编程

TPSI8830B -80 至 80V 30mΩ 6A 可编程

TPSI8830AZ -80 至 80V 30mΩ 4A 可编程

TPSI8830BZ -80 至 80V 30mΩ 6A 可编程
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5 引脚配置和功能
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图 5-1. TPSI88xx DFP 封装， 14 引脚 SOIC （顶视图） 

表 5-1. 引脚功能

引脚编号 引脚名称 类型(1) 说明

1 GND GND 初级侧的接地电源

2 VDD P 初级侧的电源

3 NC NC 无连接

4 FAULT I 开漏全局故障输出。指 FLT 或故障引脚。

5 EN I 开关使能

6 TMR I 连接到电容器以设置重试时间。对地短路，以将故障配置为闭锁。 

7 NC NC 无连接

8 GND GND 初级侧的接地电源

9 S2 P 开关输入

11 SM P 内部连接，连接到 SM

12 SM P 公共源连接

13 SM P 公共源连接

14 SM P 内部连接，连接到 SM

16 S1 P 开关输入

(1) P = 电源、I = 输入、O = 输出、GND = 接地、NC = 无连接
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6 规格

6.1 绝对最大额定值
在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）(1)

参数 最小值 最大值 单位

VVDD 初级侧电源电压(2) -0.3 6 V

VFAULT FAULT 引脚电压 -0.3 6 V

VTMR TMR 引脚电压 -0.3 6 V

VEN 使能电压(2) -0.3 6 V

VS1,S2 开关输入电压 -87 87 V

TJ 结温 -40 150 °C

Tstg 贮存温度 -65 150 °C

瞬态隔离电压
交流电压，t = 60s 500 VRMS

直流电压，t = 60s 800 VDC

(1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外
的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可

能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 电压值均以 GND 为基准。

6.2 ESD 等级

值 单位

HBM 静电放电
人体放电模型 (HBM)，符合 AEC 
Q100-002(1) HBM ESD 分类等级 2 所有引脚 ±TBD V

HBMPrim

静电放电

人体放电模型 (HBM)，符合 AEC 
Q100-002(1) HBM ESD 分类等级 2 初级侧引脚 1-8 ±2000 V

HBMSec
人体放电模型 (HBM)，符合 AEC 
Q100-002(1) HBM ESD 分类等级 1C 次级侧引脚 9-16 ±2000 V

CDM 静电放电

充电器件模型 (CDM)，符合 AEC 
Q100-011
CDM ESD 分类等级 C4

所有引脚 ±TBD V

(1) AEC Q100-002 指示必须按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

6.3 建议运行条件
在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

最小值 标称值 最大值 单位

VS1,S2 开关输入电压 -80 80 V

VVDD 初级侧电源电压 3.0 5.5 V

VFAULT FAULT 引脚电压 0 5.5 V

VTMR TMR 引脚电压 0 5.5 V

VEN 使能电压 0 5.5 V

IS1,S2 开关电流 S1/S2 4 A

VIOWM 功能隔离工作电压
交流电压（正弦波） 200 VRMS

直流电压 250 VDC

TA 环境温度 -40 125 °C

CL 容性负载 80V 1.5 μF
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6.4 热性能信息

热指标 (1)

器件

单位SOIC

14 引脚

RϴJA 结至环境热阻 待定 °C/W

RϴJA, EVM, 60S 结至环境热阻(2) (3) 待定 °C/W

RϴJA, EVM, 5S 结至环境热阻(2) (4) 待定 °C/W

RϴJB 结至电路板热阻 待定 °C/W

RϴJC(top) 结至外壳（顶部）热阻 待定 °C/W

ψJT 结至顶部特征参数 待定 °C/W

ΨJB 结至电路板特征参数 待定 °C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅半导体和 IC 封装热指标应用手册。

(2) EVM PCB 尺寸为 74.25mm × 43mm × 1mm。  4 层 PCB，第 1 层和第 4 层为 2 盎司铜，第 2 层和第 3 层为 1 盎司铜。

(3) 通电 60s 状态下的 EVM 性能。

(4) 通电 5s 状态下的 EVM 性能。

6.5 电气特性
除非另有说明，否则所有最小/最大规格都在建议运行条件下测得。所有典型值均在 TA = 25°C、VVDD = 3.0V 至 5.5V、VEN = 
5V 的条件下测得。

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

初级侧电源电压 (VDD)

VUVLO VDD 欠压阈值

VDD 上升 2.7 2.9 3.0 V

VDD 下降 2.6 2.8 2.9 V

迟滞 100 120 130 mV

IVDD_ON

VDD 电流，3.3V，器件上电

VVDD = 3.3V，VEN = VVDD，TJ = 
25°C 5 6.2

mA

VVDD = 3.3V，VEN = VVDD，–40°C 
≤ TJ ≤ 150°C

5 6.5

VDD 电流，5.5V，器件上电

VVDD = 5.5V，VEN = VVDD，TJ = 
25°C 4.5 5.2

VVDD = 5.5V，VEN = VVDD，–40°C 
≤ TJ ≤ 150°C

4.5 6.5

IVDD_OFF VDD 电流，器件断电

VEN = 0V TJ = 25°C 6 10

µA
VEN = 0V TJ = 85°C 6.3 11

VEN = 0V TJ = 105°C 7.6 15

VEN = 0V TJ = 125°C 30

FET 特性，30mΩ
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除非另有说明，否则所有最小/最大规格都在建议运行条件下测得。所有典型值均在 TA = 25°C、VVDD = 3.0V 至 5.5V、VEN = 
5V 的条件下测得。

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

RDSON

连接 A 导通电阻

IO = 100mA，TJ = 25°C 30 35

mΩ

IO = 100mA，TJ = 85°C 43 50

IO = 100mA，TJ = 105°C 45 50

IO = 100mA，TJ = 125°C 45 55

IO = 100mA，–40°C ≤ TJ ≤ 150°C 60

连接 B 导通电阻

IO = 100mA，TJ = 25°C 8 10

mΩ

IO = 100mA，TJ = 85°C 10 12

IO = 100mA，TJ = 105°C 10 15

IO = 100mA，TJ = 125°C 12 15

IO = 100mA，–40°C ≤ TJ ≤ 150°C 15

连接 C 导通电阻

IO = 100mA，TJ = 25°C 15 20

mΩ

IO = 100mA，TJ = 85°C 20 25

IO = 100mA，TJ = 105°C 22 25

IO = 100mA，TJ = 125°C 25 30

IO = 100mA，–40°C ≤ TJ ≤ 150°C 30

IOFF_S1S2

关断漏电流，80V，双向（连接 A）

VS1S2 = ±80V，TJ = 25°C 0.1

µA

VS1S2 = ±80V，TJ = 85°C 3

VS1S2 = ±80V，TJ = 105°C 5

VS1S2 = ±80V，TJ = 125°C 15

VS1S2 = ±80V，–40°C ≤ TJ ≤ 
150°C 50

关断漏电流，60V，双向（连接 A）

VS1S2 = ±60V，TJ = 25°C 0.1

VS1S2 = ±60V，TJ = 85°C 1

VS1S2 = ±60V，TJ = 105°C 3

VS1S2 = ±60V，TJ = 125°C 10

VS1S2 = ±60V，–40°C ≤ TJ ≤ 
150°C 40

关断漏电流，24V，双向（连接 A）

VS1S2 = ±24V，TJ = 25°C 0.1

VS1S2 = ±24V，TJ = 85°C 1

VS1S2 = ±24V，TJ = 105°C 1.5

VS1S2 = ±24V，TJ = 125°C 6

VS1S2 = ±24V，–40°C ≤ TJ ≤ 
150°C 25
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除非另有说明，否则所有最小/最大规格都在建议运行条件下测得。所有典型值均在 TA = 25°C、VVDD = 3.0V 至 5.5V、VEN = 
5V 的条件下测得。

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

IOFF_S1S2

关断漏电流，80V（连接 B、C）

VS1S2 = +80V，TJ = 25°C 0.1

µA

VS1S2 = +80V，TJ = 85°C 4

VS1S2 = +80V，TJ = 105°C 10

VS1S2 = +80V，TJ = 125°C 30

VS1S2 = +80V，–40°C ≤ TJ ≤ 
150°C 100

关断漏电流，60V（连接 B、C）

VS1S2 = +60V，TJ = 25°C 0.2

VS1S2 = +60V，TJ = 85°C 2

VS1S2 = +60V，TJ = 105°C 6

VS1S2 = +60V，TJ = 125°C 20

VS1S2 = +60V，–40°C ≤ TJ ≤ 
150°C 80

关断漏电流，24V（连接 B、C）

VS1S2 = +24V，TJ = 25°C 0.2

VS1S2 = +24V，TJ = 85°C 1

VS1S2 = +24V，TJ = 105°C 3

VS1S2 = +24V，TJ = 125°C 12

VS1S2 = +24V，–40°C ≤ TJ ≤ 
150°C 50

COSS S1、S2 电容 VS1,S2 = 0V，SM 悬空，F = 1MHz 75 pF

保护，30mΩ（TSD、OCP）

IOCP 过流保护阈值 器件版本 A，配置 A，V = ±80V 4 A

IOCP 过流保护阈值 器件版本 B，配置 A，V = ±80V 6 A

tOCP 过流保护响应时间 电流压摆率 = 3A/µs 8 µs

CLoad
不会因高浪涌电流而导致误跳闸的负
载电容。

V = 80V 1.5 µF

TSD 热关断 170 °C

过零

Zth 过零检测阈值 
频率 = 60Hz
VS = 24VAC，ILoad = 1ARMS
IS1 = 50mA 时开关导通

-2.4 2.4 V

ZTpd 过零检测到导通时间 1000 us

逻辑电平输入（EN）
VIL 输入逻辑低电平电压 0.0 0.65 V

VIH 输入逻辑高电平电压 0.95 5.5 V

VHYS 输入逻辑迟滞 100 250 300 mV

IIL 输入逻辑低电平电流
VEN = 0V -0.1 0.1 µA

VEN = 0.8V 0.5 0.85 2.25 µA

IIH 输入逻辑高电流 VEN = 5V 4 5.5 8 µA

IVDD_FS VDD 失效防护电流 VEN = 5V，VVDD = 0V -0.1 0 0.1 µA

RPD 下拉电阻 VEN = 0.6V 1000 kΩ

开漏输出 (FAULT)
VOL_FLT 输出低电压 IFAULT  = 1mA 0.5 V

IOFF_FLT 关断状态漏电流 VFAULT = 5V 5e-05 1e-4 5 µA
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6.6 开关特性
除非另有说明，否则所有最小/最大规格都在建议运行条件下测得。所有典型值都是在 TA = 25°C、VVDD = 5V、VEN = 5V 下测

得。

模式 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

开关特性

EN 开关

tPD_ON 输入高电平至输出电压下降传播延迟

VS1S2 = 24V，RL = 48Ω

115 200

µstF 输出下降时间 40 待定

tPD_OFF 输入低电平至输出电压上升传播延迟 20 50

故障指示

TFAULT
从检测到故障到 OCP 或 TSD 置位 

FAULT 信号之间的时间
500 µs

TRETRY
从检测到故障到启用自动重试之间的时
间

TMR = 100pF 100 µs

TMR = 1nF 1 ms

TMR = 10nF 10 ms

TMR = 100nF 100 ms

TMR = 1uF 1 s

TMR = GND 闭锁
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7 参数测量信息

VIHVEN

VS1-S2

ttPD_HIt ttFt

90%

10%

ttONt

VIL

ttPD_LOt ttRt
ttOFFt

VIN

0V
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L

S1

EN TX
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O
L
A
T
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N

RX

S2

SM

VDD

FLT

图 7-1. 时序图
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图 7-2. 连接图
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8 详细说明

8.1 概述

TPSI8830 是一款隔离式固态继电器，专为高电压工业应用而设计。TI 具有高可靠性的电容隔离技术和背对背 

MOSFET 整合在一起，形成了一款完全集成的解决方案，无需次级侧电源。

正如功能方框图 所示，初级侧包含一个驱动器，为次级侧的每个内部 MOSFET 提供电力和使能逻辑信息。当使

能引脚变为高电平，并且 VDD 电压高于 UVLO 阈值时，振荡器启动并且驱动器跨隔离栅输送电力和逻辑高电

平。当使能引脚变为低电平，或者 VDD 电压降至 UVLO 阈值以下时，驱动器会被禁用。

TPSI8830 集成了过流保护功能，当检测到流经 MOSFET 的电流上升到超过 IOCP 时，它会禁用 MOSFET，并跨

隔离栅将信号返回到初级侧，从而通知 MCU MOSFET 已被禁用。使用 TMR 引脚配置 TPSI8830，以闭锁电源路

径或实现自动重试。

TPSI8830 中的 MOSFET 可配置为背对背配置，以提供双向关断状态阻断。也可以并联 MOSFET，这有助于更

大限度地降低功率耗散，但代价是牺牲双向关断状态阻断功能。

8.2 功能方框图

VDD

EN

GND

S1

S2

T
X

F
U

N
C

T
IO

N
A

L
 I

S
O

L
A

T
IO

N

TSD

Latch

OCPS1

TMR

FLT

OCPS1

SM

图 8-1. TPSI88xx 方框图

8.3 特性说明

8.3.1 可配置故障响应计时器 (TMR)

TPSI8830 集成了一个可配置的故障响应计时器。当引脚短路时，若发生过流保护或热关断等故障，该器件会闭锁

电源路径。

8.3.1.1 故障闭锁

当 TMR 引脚对地短路时，器件表现为闭锁行为。这为系统提供了在清除故障后重新启用器件的灵活性，并可防止

器件重新进入故障状态。这种行为需要 MCU 通过 EN 引脚复位器件，或对 VDD 引脚执行下电上电操作。

8.3.1.2 故障自动重试

当 TMR 引脚开路或电容器连接到初级侧接地时，该器件会在发生故障时自动重试。连接到该引脚的电容器大小决

定了重试时间 (TRETRY)。器件会继续自动重试，直到故障清除，此时器件恢复正常运行。
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8.3.2 过流保护 (OCP)

当 S1S2 上的电流超过 IOCP 阈值时，该器件会在 tOCP 时间内禁用电源路径。这可以确保器件不会因外部短路或

误接线产生的高 di/dt 而损坏。触发 OCP 后，FAULT 引脚会被置为低电平。故障响应行为遵循上一节所述的 

TMR 引脚配置。

8.3.3 热关断

当结温上升至超过 TABS_R 时，器件会禁用电源路径，并将故障信号发送回初级侧。触发热关断后，FAULT 引脚

会被置为低电平。该器件遵循 TMR 编程的行为（闭锁或自动重试）。建议使用 TVS 或其他钳位电路，在器件关

断时吸收来自负载的任何感性能量。

8.3.4 过零导通

带有 Z 后缀的器件提供过零检测功能，该功能适用于交流系统。

当器件启用时，它会延迟导通，直到 S1 和 S2 之间的电压降至零。这可以更大限度地减小器件上的应力，尤其是

在驱动大容性负载时。如果没有该功能，浪涌电流可能会导致意外的过流保护跳闸。

当通过 EN 引脚、TSD 事件或 OCP 事件禁用器件时，器件会立即关断，而无需等待 S1 和 S2 之间的电压降至

零。驱动感性负载时，这种即时关断会导致电压尖峰。建议使用 TVS 或其他钳位电路，在器件关断时吸收来自负

载的任何感性能量。

8.4 器件功能模式

表 8-1. 器件功能模式

VDD EN S1S2 状态 IS1S2 FAULT 注释

已上电(1)

L 关断 X 高阻态 处于关断状态范围的 VDD 电流。

H 导通
< IOCP

Tj < TSD
高阻态 处于导通状态范围的 VDD 电流。

H 关断 > IOCP，Tj < TSD 低阻态 检测到过流并禁用电源路径

H 关断 < IOCP，Tj > TSD 低阻态 检测到过热并禁用电源路径

已断电(2)
L 关断 X 高阻态 处于关断状态范围的 VDD 电流。

H 关断 X 高阻态
初级侧模拟器件通电，VDD 电流介于关断状

态和导通状态范围之间。

(1) VDD ≥ VDD 欠压上升阈值。

(2) VDD ≤ VDD 欠压下降阈值。
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9 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定

器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

9.1 应用信息

TPSI8830 的集成式背对背 MOSFET 和栅间功能隔离使该器件能够切换交流或直流负载，并替代传统的机械继电

器和光继电器。在此应用中，该器件配置为在家用恒温器中切换 24VAC 负载。

9.2 典型应用

9.2.1 恒温器

图 9-1 显示了 TPSI8830 用作智能恒温器的输出继电器并取代机械继电器或光继电器的一个典型应用。该器件可

连接各种负载，包括继电器、接触器和螺线管。

Gate 
Drive

EN

FAULT OCP
TSD

IS
O

LA
TI

O
NMCU

+ 
Wi-Fi

5V 24VAC

VDD

Rc

Y

GND

AC/DC C

24VAC

GND

120VAC/
240VAC

10k Ω

5V

SW

Cool Relay
120VAC/
240VAC

图 9-1. 典型恒温器应用框图

从低压 MCU 控制 24VAC 负载时需要进行电隔离，因为两者不共地。为恒温器供电的 24VAC 变压器提供了隔离

功能，以保护用户免受主电源电压的影响。通常，该隔离功能在任何时候承受的电压均小于 100V。TPSI8830 包
含一个集成的隔离栅，可在器件的整个寿命期间承受 200VAC 的电压，并能承受高达 800VDC 的浪涌电压持续 

60 秒。

TPSI8830 具有 30mΩ 的低导通电阻，即使在电流较高的情况下，也能最大限度地减少恒温器外壳内的自发热，
从而保持温度传感器尽可能接近环境温度。

9.2.2 系统级测试

TPSI8830 旨在配合 S1 和 S2 端子之间的外部双向 TVS，支持不同的工业标准 IEC-61000-4X。根据所需的类别

进行 TVS 选型。
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TPSI8830 与 TI 的低 EMI 驱动器技术和展频调制 (SSM) 组合在一起，可更大限度地减少辐射发射。为了实现良

好的 EMC 性能，TI 建议在引脚 1 和 2 之间放置一个 0402 100nF 电容器，并在制造规则允许的范围内尽可能靠

近引脚放置。此外，还建议在 VDD 轨上增加 1µF 或更大的系统电容。考虑到这些 EMC 因素，TPSI8830 可以满

足 CISPR 32 B 类标准。

9.2.3 设计要求

表 9-1. TPSI8830 的典型设计参数

参数 值

标称 S1S2 电压 24VAC ±10%

初级侧电源 (VVDD) 5V ±10%

标称负载电流 187mA

负载电感 340mH

9.2.4 详细设计过程
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IO

N
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Latch

CVDD

ZTVS*

OCPS1

TMR

3.3V/5.5V

FLT

VDD

MCU

OCPS1

CTMR

图 9-2. 典型应用图

当 TPSI8830 导通时，浪涌电流会在短时间内流经器件。选择具有所需最小 OCP 阈值的型号，以确保在初始浪涌

期间不会发生误跳闸。

当开关关断时，感性负载会导致电压尖峰。该器件上集成 MOSFET 的雪崩能力有限，只能承受几十毫焦耳的总雪

崩能量。因此，在驱动大感性负载时，建议在 S1 和 S2 端子之间放置一个 TVS 二极管、MOV 或其他钳位电路。

器件或钳位电路必须在每个周期内，耗散峰值电流下存储在负载中的能量。

在短路等故障情况下，TPSI8830 或外部钳位电路必须耗散存储在系统电感（例如长导线或 24VAC 变压器的磁化

电感）中的能量。如果器件配置为通过 TMR 引脚使用自动重试功能，需选择适当的重试时间，以确保雪崩期间耗

散的热量不会损坏钳位电路和 TPSI8830。

9.3 电源相关建议

为提供可靠的电源电压，TI 建议在 TPSI8830 的 VDD 引脚和 GND 引脚之间放置一个至少 100nF 的陶瓷电容

器。在制造规则允许的范围内，将电容器放置在尽可能靠近器件 VDD 引脚的位置。此外，还建议在 VDD 轨上增

加 1µF 或更大的系统电容。
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9.4 布局

9.4.1 布局指南

PCB 设计人员在将 TPSI8830 放置在电路板上时，必须考虑几个因素。

将 TVS 或其他推荐的钳位电路放置在靠近器件的位置，以更大限度地减小器件和钳位电路之间的电感。在空间受

限的应用中，可以将钳位电路与 TPSI8830 放置在同一电路板上，使前者靠近场侧连接器。

为了实现良好的 EMC 性能，TI 建议在引脚 1 和 2 之间放置一个 0402 100nF 电容器，并在制造规则允许的范围

内尽可能靠近引脚放置。

9.4.1.1 EMI 注意事项

TPSI8830 采用展频调制 (SSM) 和 TI 的低 EMI 驱动器技术。如果遵循布局和电源建议，则无需考虑其他系统设

计注意事项，即可满足 EMI 性能需求。

9.4.2 布局示例

图 9-3 展示了一个 PCB 布局示例，其中标记了信号和元件。

S1

S2

SMFault

TMR
EN

VDD

GND

GND

FU
NC

TI
ON

AL
 

IS
OL

AT
IO

N

U1

图 9-3. TPSI8830 布局示例
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10 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

10.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此

类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

10.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击通知 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘

要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索

现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 

TI 的使用条款。

10.4 商标
TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

10.5 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理

和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参

数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.6 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同
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重要通知和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不
保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复
制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、
成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩
展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，
否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。
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